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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Вплив вакансій селену на електрофізичні властивості квазінизьковимірних систем NbSe2 та NbSe3

2. Influence of selenium vacancies on electrophysical properties of quasi-low-dimensional systems NbSe2 and
NbSe3

Реферат:
1. Об'єкт - процеси дефектоутворення в квазінизьковимірних системах. Мета - встановлення процесів
утворення вакансій селену в квазінизьковимірних системах NbSe2 та NbSe3 та з'ясування впливу вакансій на
електрофізичні властивості цих систем. Методи - вимірювання температурних і температурно-часових
залежностей електроопору, відносного видовження, рентгенодифрактометричний аналіз, теоретичний
аналіз впливу вакансій на температурну залежність електроопору. Результати, новизна: встановлено значне
відхилення температурної залежності електроопору квазінизьковимірних монокристалів NbSe2 і NbSe3 від
лінійності вище 400 К, яке обумовлене утворенням вакансій селену. Встановлено залежність ефективної
енергії утворення вакансій селену від часу витримки для монокристалів NbSe2, яка обумовлена
перерозподілом носіїв заряду при зростанні концентрації вакансій. Вперше виявлено аномально високе (до



150%) значення температурно-залежної частини вакансійного внеску в електроопір монокристалів NbSe2 та
NbSe3. Запропоновано теоретичну модель для пояснення аномально високого значення температурно-
залежної частини вакансійного внеску в електроопір для NbSe3, яка ґрунтується на різному характері
розсіювання електронів, які належать до різних структурних ланцюжків квазіодновимірного NbSe3, на
дефектах ґратки і на фононах. Галузь використання: фізика твердого тіла, фізика низьковимірних систем

2. The object of study: processes of defect formation in quasi-low-dimensional systems. The aim of investigation:
setting of processes of selenium vacancies formation in quasi-low-dimensional systems NbSe2 and NbSe3 and
clearing up of influence of vacancies on the physical properties of these systems. The methods of investigations:
measurements of temperature and temperature-time resistivity dependencies, thermal expansion, x-ray
investigation, theoretical analysis of influence of vacancies on temperature resistivity dependence. Results,
novelty: considerable deviation of temperature dependence of resistivity from a linearity above 400 К it was
revealed for quasi-low-dimensional monocrystals NbSe2 and NbSe3. It is caused by selenium vacancies formation.
The dependencies of effective energy of selenium vacancies formation from time exposure for monocrystals
NbSe2 was established. It is caused by redistribution of charge carriers with the increase of vacancies
concentration. An anomalous large value (~150 %) of temperature dependent part of vacancies contribution to
electric resistivity for monocrystals NbSe2 and NbSe3 was firstly discovered. A theoretical model for explanation of
a great value of temperature-depended part of vacancies contribution to electric resistivity in NbSe3 was
proposed. It is based on a different character of the scattering on lattice defects and phonons for electrons
localized on different structural chains of the quasi-one-dimensional metal. Field of application: solid state
physics, physics of low-dimensional systems
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